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จุดมุ่งหมายรายวิชา
1. เข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
2. ค านวณค่าต่าง ๆ ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3. เข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
4. มีทักษะในการตรวจสอบอุปกรณ์และวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางอิเล็กทรอนิกส์



ค าอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างทางฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า

อิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ หลักการท างาน อุปกรณ์ตัวต้านทาน 
ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวน า การต่อวงจรในรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้างและการ
ท างานของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน า



Basic Engineering
- Engineering Drawing
- Engineering Mechanics
- Engineering Materials
- Computer Programming
- Electric Circuits
- Engineering Electronic
- Electromagnetic Fields 
- Control Systems



Electronics เกี่ยวข้องกับเรา ?



Electronics เกี่ยวข้องกับเรา ?



Electronics เกี่ยวข้องกับเรา ?



Engineering Electronics เกี่ยวข้องกับเรา ?
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งานติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและระบบชุมสาย





สารกึ่งตัวน า (อังกฤษ: semiconductor)
วัสดุที่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวน าและฉนวน เป็นวัสดุที่ใช้

ท าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ มักมีตัวประกอบของ germanium, selenium, 
silicon วัสดุเนื้อแข็งผลึกพวกหนึ่งที่มีสมบัติเป็นตัวน า หรือสื่อไฟฟ้าก้ ากึ่ง
ระหว่างโลหะกับอโลหะหรือฉนวน ความเป็นตัวน าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 
และสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่มีเจือปนอยู่ในวัสดุพวกนี้ ซึ่งอาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ
ก็มี เช่น ธาตุเจอร์เมเนียม ซิลิคอน ซีลีเนียม และตะกั่วเทลลูไรด์ เป็นต้น วัสดุ
กึ่งตัวน าพวกนี้มีความต้านทานไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ตรงข้ามกับโลหะทั้งปวง



สารกึง่ตวัน า
(Semiconductor)

ตวัน ำ
(Conductor)

ฉนวน
(Insulator)

วัสดุใด ๆ ที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านหรือมคีวามน า
จ าเพาะ (Conductivity) สูง

วัสดุใด ๆ ที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านหรือมคีวามน า
จ าเพาะต่ า

วัสดุที่มีระดับความน าจ าเพาะอยู่ระหว่างความน า
จ าเพาะของตัวน ากับฉนวน 



ท าไมต้องน า 
Ge และ Si มาสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเหตุผลส าคัญ 2 ประการดังนี้

1. เมื่อน าไปผ่านกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมแล้วได้ระดับความ
บริสุทธิ์สู ง  จึ ง เหมาะส าหรับใช้สร้ างอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงไดดี้

2. สามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติได้โดยใช้ความร้อนหรือแสงสว่าง เหมาะ
ส าหรับสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไวต่อความร้อนและไวต่อแสงสว่าง



สารกึ่งตัวน าบริสทุธิ์ (Intrinsic Semiconductor)
หมายถึงธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence Electron) อยู่ 4 ตัว และ
มีการยึดจับระหว่างอะตอมเป็นแบบ โควาเลนท์บอนด์ (Covalent Bond) 
เช่น สารเยอรมันเนียม และซิลิกอน











Diode มีกี่ชนิด





ไดโอด (Diode)
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ไดโอดเร็กติฟาย (Rectifier Diode)

ไดโอดประเภทนี้จะใช้ในวงจรเรียงกระแส (Rectifier) หรือวงจรแปลงไฟสลับ
เป็นไฟตรงนั่นเอง โดยไดโอดที่พบเห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นไดโอดประเภทนี้



ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode)

เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าที่น ากระแสได้เมื่อได้รับไบอัสกลับ และระดับแรงดัน
ไบอัสกลับที่น าซีเนอร์ไดโอดไปใช้งานได้เรียกว่า ระดับแรงดันพังทลายซีเนอร์ 
(Zener Breakdown Voltage ; Vz) ซีเนอร์ไดโอดจะมีแรงดันไบอัสกลับ (Vr)
น้อยกว่า Vz เล็กน้อย ไดโอดประเภทนี้เหมาะที่จะน าไปใช้ควบคุมแรงดันที่
โหลดหรือวงจรที่ต้องการแรง ดันคงที่ เช่น ประกอบอยู่ในแหล่งจ่ายไฟเลี้ยง 
หรือโวลเทจเรกูเลเตอร์



ไดโอดวาแรกเตอร์หรือวาริแคป (Varactor or Varicap Diode)

สามารถปรับค่าคาปาซิแตนซ์เชื่อมต่อ ได้โดยการปรับค่าแรงดันไบอัสกลับ 
ไดโอดประเภทนี้มีโครงสร้างเหมือนกับไดโอดทั่วไป จากลักษณะดังกล่าว เราจึง
น าวาริแคปไปใช้ในวงจรปรับความถี่ เช่น วงจรจูนความถี่อัตโนมัติ (Automatic 
Fine Tunning ; AFC) และวงจรกรองความถี่ซึ่งปรับช่วงความถี่ได้ตามต้องการ 
(Variable Bandpass Filter) เป็นต้น



ไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี(Light Emitting Diode ; LED)

LED  เป็นไดโอดที่ใช้สารประเภทแกลเลี่ยมอาร์เซ็นไนต์ฟอสไฟต์ (Gallium 
Arsenide Phosphide ; GaAsP) หรือสารแกลเลี่ยมฟอสไฟต์ (Gallium 
Phosphide ; GaP) มาท าเป็นสารกึ่งตัวน าชนิด p และ n แทนสาร Si และ Ge สาร
เหล่านี้มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถเรืองแสงได้เมื่อได้รับไบอัสตรง การเกิดแสง
ที่ตัว LED นี้เราเรียกว่า อิเล็กโทรลูมินิเซนต์ (Electroluminescence) ปัจจุบันนิยม
ใช้ LED แสดงผลในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกา เป็นต้น



โฟโตไดโอด (Photo Diode)

โฟโตไดโอด เป็นไดโอดที่อาศัยแสงจากภายนอกผ่านเลนซ์ ซึ่งฝังตัวอยู่ระหว่าง
รอยต่อ p-n เพื่อกระตุ้นให้ไดโอดท างาน การต่อโฟโตไดโอดเพื่อใช้งานจะเป็นแบบ
ไบอัสกลับ ทั้งนี้เพราะไม่ต้องการให้โฟโตไดโอดท างานในทันทีทันใด แต่ต้องการให้
ไดโอดท างานเฉพาะเมื่อมีปริมาณแสงสว่างมากพอตามที่ก าหนดเสีย ก่อน กล่าวคือ 
เมื่อเลนซ์ของโฟโตไดโอดได้รับแสงสว่างจะเกิดกระแสรั่วไหล ปริมาณกระแสรั่วไหลนี้
เพิ่มขึ้นตามความเข้มของแสง



ไดโอดก าลัง (Power Diode)

ไดโอดก าลัง เป็นไดโอดที่ออกแบบให้บริเวณรอยต่อมีช่วงกว้างมากกว่าไดโอดทั่วไป 
เพื่อน าไปใช้กับงานที่มีก าลังไฟฟ้าสูง กระแสสูงและทนต่ออุณหภูมิสุงได้ เช่น 
ประกอบเป็นวงจรเรียงกระแส ในอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อพิกัด
กระแสไฟฟ้ามีค่าหลายร้อยแอมป์ ท าให้ไดโอดมีอุณหภูมิขณะท างานสูง โดยทั่วไปจึง
นิยมใช้ร่วมกับตัวระบายความรัอน (Heat Sinks) เพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายความรัอนภาย
ในตัวไดโอดก าลัง



PCB layout













จบการน าเสนอ


